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(57) Abstract: The present invention relates to a method for coating a first substrate (1) with a first diffusion bonding layer (5) by
depositing a first material forming the first diffusion bonding layer (5) on a first surface (1o) of the first substrate (1) in such a
manner, that the first diffusion bonding layer (5) forms a grain surface with an average grain diameter H parallel to the first surface
(1o) less than 1 um. The present invention further relates to a method for bonding a first substrate (1) coated in this way to a second
substrate (3) having a second diffusion bonding layer (4), with the following steps, particularly the following procedure: * -
contacting the first diffusion bonding layer (5) of the first substrate (1) with the second diffusion bonding layer of the second
substrate (3), ¢ - pressing the substrates (1, 3) together to form a permanent metal diffusion bond between the first and the second
substrates (1, 3).

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Verfahren zum Beschichten und Bonden von Substraten Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten eines
ersten Substrats (1) mit einer ersten Diffusionsbondschicht (5) durch Abscheiden eines die erste Diffusionsbondschicht (5)
bildenden ersten Materials auf einer ersten Oberflache (1o0) des ersten Substrats (1) derart, dass die erste Diffusionsbondschicht
(5) eine Kornoberfliche mit einem mittleren Korndurchmesser H parallel zur ersten Oberflache (1o) kleiner 1um ausbildet.
Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Bonden eines so beschichteten ersten Substrats (1) mit einem eine
zweite Diffusionsbondschicht (4) aufweisenden zweiten Substrat (3) mit folgenden Schritten, insbesondere folgendem Ablauf: e -
Kontaktieren der ersten Diffusionsbondschicht (5) des ersten Substrats (1) mit der zweiten Ditfusionsbondschicht des zweiten
Substrats (3), * - Zusammenpressen der Substrate (1, 3) zur Ausbildung eines permanenten Metalldiffusionsbonds zwischen dem
ersten und zweiten Substrat (1, 3).



